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概要 
DS28E04-100 は 4096 ビットの 1-Wire®EEPROM チップで、
7 つのアドレス入力端子を備えています。各アドレス入力端子
は 1-Wireの 64ビットデバイス ID番号に直接マッピングされる
ため、マルチデバイス 1-Wire ネットワーク環境で DS28E04-
100 の物理的な位置または機能的関連をホストシステムが容
易に識別することができます。4096 ビットの EEPROM アレイ
は各 32 バイトの 16 ページで構成され、書込み動作実行用に
32 バイトのスクラッチパッドを備えています。EEPROM メモリ
ページは、個別に書込み保護や EPROM エミュレーションモー
ドに設定することができます。EPROM エミュレーションモードで
は、各ビットは 1から 0にのみ状態を変更することができます。
メモリのほかに、DS28E04-100 は 2 つの汎用 I/O ポートを備
えています。このポートは入力用、またはレベルやパルス出力

の生成用に使用することができます。また、アクティビティレジ

スタはポートのアクティビティを取り込み、状態の変化を監視し

ます。DS28E04-100は、1個の接続を持つ 1-Wireバスを通じ
て通信します。この通信は、標準的な Dallas Semiconductor 
1-Wireプロトコルに準拠しています。 
 
アプリケーション 
• 電話交換局のスイッチ、セルラ基地局、アクセス機器、光

ネットワーク機器、PBXなどのモジュラーシステムの自動
設定 

• アクセサリ/PCBの ID 
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特長 
• 各 256ビットの 16ページに分割された 4096ビットの

EEPROM メモリ 
• 7つのアドレス入力端子による物理位置の構成 
• パルス生成機能を備えた 2つの汎用 PIO端子 
• 各メモリページの永久的な書込み保護、または OTP 

EPROMエミュレーションモード(｢0に書込み｣)の設定が可
能 

• 1-Wireプロトコルを使って 15.3kbit/sまたは 111kbit/sで
単一ディジタル信号によりホストと通信 

• パラサイト(寄生)または VCCによる電源供給 
• PIOステータスまたは PIOアクティビティに基づく条件検

索 
• スイッチポイントヒステリシス及びフィルタリングによってノ

イズ環境における性能を最適化 
• 2.8V～5.25V、-40℃～+85℃の広い電圧/温度範囲で読

取りと書込み 
• 16ピン 150-mil SOPパッケージ 
 
 
型番 

PART TEMP RANGE PIN-PACKAGE
DS28E04S-100 -40°C to +85°C 16 SO (150 mils) 
DS28E04S-100/T&R -40°C to +85°C Tape-and-Reel 
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DS28E04-100 
PIO付、4096ビットアドレス指定可能

1-Wire EEPROM
japan.maxim-ic.com 

わかりやすくするため、コマンド、レジスタ、及びモードは大文字表記されて
います。 
1-Wireは、Dallas Semiconductor Corp.の登録商標です。 
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ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 
All Pins: Voltage to GND  -0.5V, +6V
All Pins: Sink Current  20mA
Operating Temperature Range  -40°C to +85°C
Junction Temperature +150°C
Storage Temperature Range -40°C to +85°C
Soldering Temperature See IPC/JEDEC J-STD-020A

 
Stresses beyond those listed under “Absolute Maximum Ratings” may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, 
and functional operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated in the operational sections of the specifications is 
not implied. Exposure to the absolute maximum rating conditions for extended periods may affect device reliability.  
 
ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
(VPUP = 2.8V to 5.25V, VCC = VPUP, floated or grounded, TA = -40°C to +85°C.) 

PARAMETER SYMBOL CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS
Ground Current IGND (Notes 1, 2, 3)   20 mA 
Supply Current ICC VCC = VPUP (Note 3)   1 mA 
Standby Supply Current ICCS Device idle; A0 to A6 floating   11 µA 
PINS A0 TO A6 
Input Low Voltage VILA (Note 1)   0.30 V 

Input High Voltage  VIHA VX = max(VPUP, VCC) (Note 1) VX - 
0.3V   V 

Input Load Current  ILA Pin at GND (Note 4) -1.1   µA 
POL PIN 
Input Low Voltage  VILPOL (Note 1)   0.30 V 

Input High Voltage  VIHPOL VX = max(VPUP, VCC) (Note 1) VX - 
0.3V   V 

Leakage Current ILKPOL Pin at 5.25V   1 µA 
PIO PINS 
Input Low Voltage VILP (Note 1)   0.30 V 

Input High Voltage  VIHP VX = max(VPUP, VCC) (Note 1) VX - 
0.3V   V 

Output Low Voltage at 
4mA  VOLP (Note 5)   0.4 V 

Leakage Current ILKP Pin at 5.25V   1 µA 
Minimum Sensed PIO 
Pulse  tPWMIN (Note 6) 1  10 µs 

Output Pulse Duration tPULSE (Note 7) 250  1000 ms 
IO PIN GENERAL DATA     
1-Wire Pullup Resistance RPUP (Notes 1, 8) 0.3  2.2 kΩ 
Input Capacitance CIO (Notes 3, 9)  100 800 pF 

IO pin at VPUP, A0 to A6 floating, VCC at 
GND 0.05  11.00 

Input Load Current  IL IO pin at VPUP, A0 to A6 floating, VCC at 
VPUP  0.05  8.25 

µA 

High-to-Low Switching 
Threshold VTL (Notes 3, 10, 11) 0.46  4.40 V 

Input Low Voltage VIL (Notes 1, 12)   0.3 V 

Input High Voltage  VIH VX = max(VPUP, VCC) (Note 1) VX - 
0.3V   V 

Low-to-High Switching 
Threshold VTH (Notes 3, 10, 13) 1.0  4.9 V 

Switching Hysteresis VHY (Notes 3, 10, 14) 0.21  1.70 V 
Output Low Voltage VOL At 4mA Current Load (Note 5)   0.4 V 

Standard speed, RPUP = 2.2kΩ 5   
Overdrive speed, RPUP = 2.2kΩ 2   Recovery Time  

(Notes 1, 15) tREC Overdrive speed, directly prior to reset 
pulse; RPUP = 2.2kΩ 5   

µs 

Standard speed (Note 16) 0.5  5.0 Rising-Edge Hold-Off Time 
(Note 3) tREH Overdrive speed Not applicable (0) µs 

Standard speed 65   Time Slot Duration  
(Note 1) tSLOT Overdrive speed 9   µs 
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PARAMETER SYMBOL CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS
IO PIN, 1-Wire RESET, PRESENCE DETECT CYCLE 

Standard speed, VPUP > 4.5V 480  640 
Standard speed (Note 17) 504  640 
Overdrive speed, VPUP > 4.5V 48  80 Reset Low Time (Note 1) tRSTL 

Overdrive speed (Note 17) 53  80 

µs 

Standard speed 15  60 Presence-Detect High 
Time tPDH Overdrive speed (Note 17) 2  7 µs 

Standard speed, VPUP > 4.5V  1.10  3.75 
Standard speed 1.1  7.0 Presence-Detect Fall Time 

(Notes 3, 18) tFPD 

Overdrive speed 0  1.1 
µs 

Standard speed 60  240 
Overdrive speed, VPUP > 4.5V 8  24 Presence-Detect Low 

Time tPDL 
Overdrive speed (Note 17) 8  26 

µs 

Standard speed, VPUP > 4.5V 64  75 
Standard speed 67  75 Presence-Detect Sample 

Time (Note 1) tMSP 
Overdrive speed 8.1  10 

µs 

IO PIN, 1-Wire WRITE 
Standard speed 60  120 Write-0 Low Time (Note 1) tW0L Overdrive speed (Note 17) 7  16 µs 

Standard speed 5  15 - ε Write-1 Low Time  
(Notes 1, 19) tW1L Overdrive speed 1  2 - ε 

µs 

IO PIN, 1-Wire READ 
Standard speed 5  15 - δ Read Low Time  

(Notes 1, 20) tRL Overdrive speed 1  2 - δ 
µs 

Standard speed tRL + δ  15 Read Sample Time  
(Notes 1, 20) tMSR Overdrive speed tRL + δ  2 µs 

EEPROM 
Programming Current IPROG (Note 21)   1 mA 
Programming Time tPROG (Note 22)   10 ms 

At +25°C 200k   Write/Erase Cycles 
(Endurance) NCY At +85°C (worst case) 50k   ⎯ 

Data Retention tDR At +85°C (worst case) 10   years 
 
 
Note 1: System requirement. 
Note 2: Maximum instantaneous pulldown current through all pins combined.  
Note 3: Guaranteed by design, simulation only. Not production tested. 
Note 4: This load current is caused by the internal weak pullup, which asserts a logical 1 to address pins that are not connected. The 

logical state of the address pins must not change during the execution of ROM function commands during those time slots in 
which these bits are relevant. 

Note 5: The I-V characteristic is linear for voltages less than 1V.  
Note 6: Width of the narrowest pulse that trips the activity latch. Back to back pulses that are active for < tPWMIN (max) and that have an 

intermediate inactive time  < tPWMIN (max) are not guaranteed to be filtered. 
Note 7: The Pulse function requires that VCC power is available; otherwise the command will not be executed.  
Note 8: Maximum allowable pullup resistance is a function of the number of 1-Wire devices in the system and 1-Wire recovery times. The 

specified value here applies to systems with only one device and with the minimum 1-Wire recovery times. For more heavily 
loaded systems, an active pullup such as that found in the DS2482-x00, DS2480B, or DS2490 may be required.  

Note 9: Capacitance on the data pin could be 800pF when VPUP is first applied. If a 2.2kΩ resistor is used to pull up the data line, 2.5µs 
after VPUP has been applied the parasite capacitance will not affect normal communications. 

Note 10: VTL, VTH, and VHY  are a function of the internal supply voltage. 
Note 11: Voltage below which, during a falling edge on IO, a logic 0 is detected. 
Note 12: The voltage on IO needs to be less than or equal to VILMAX whenever the master drives the line low.  
Note 13: Voltage above which, during a rising edge on IO, a logic 1 is detected.  
Note 14: After VTH is crossed during a rising edge on IO, the voltage on IO has to drop by at least VHY to be detected as logic '0'. 
Note 15: Applies to a single DS28E04-100 without VCC supply, attached to a 1-Wire line. 
Note 16: The earliest recognition of a negative edge is possible at tREH after VTH has been previously reached. 
Note 17: Highlighted numbers are NOT in compliance with legacy 1-Wire product standards. See comparison table. 
Note 18:  Interval during the negative edge on IO at the beginning of a Presence Detect pulse between the time at which the voltage is   

80% of VPUP and the time at which the voltage is 20% of VPUP.  
Note 19: ε represents the time required for the pullup circuitry to pull the voltage on IO up from VIL to VTH.  
Note 20: δ represents the time required for the pullup circuitry to pull the voltage on IO up from VIL to the input high threshold of the bus 

master.  
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Note 21: Current drawn during the EEPROM programming interval. If the device does not get VCC power, the pullup circuit on IO during the 
programming interval should be such that the voltage at IO is greater than or equal to VPUP(min). If VPUP in the system is close to 
Vpup(min) then a low-impedance bypass of RPUP that can be activated during programming may need to be added.  

Note 22: The tPROG interval begins tREHmax after the trailing rising edge on IO for the last time slot of the E/S byte for a valid Copy Scratchpad 
sequence. Interval ends once the device's self-timed EEPROM programming cycle is complete and the current drawn by the 
device has returned from IPROG to IL or ICCS, respectively. 

 
 LEGACY VALUES DS28E04-100 VALUES 

PARAMETER STANDARD SPEED OVERDRIVE SPEED STANDARD SPEED OVERDRIVE SPEED
 MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX 
tSLOT (incl. tREC) 61µs (undef) 7µs (undef) 65µs1) (undef) 9µs (undef) 
tRSTL 480µs (undef) 48µs 80µs 504µs 640µs 53µs 80µs 
tPDH 15µs 60µs 2µs 6µs 15µs 60µs 2µs 7µs 
tPDL 60µs 240µs 8µs 24µs 60µs 240µs 8µs 26µs 
tW0L 60µs 120µs 6µs 16µs 60µs 120µs 7µs 16µs 

1) Intentional change, longer recovery time requirement due to modified 1-Wire front end. 
 
 
端子説明 

端子 名称 機能 
1 A3 弱プルアップを備えるアドレスビット入力(位置の値を 8に割当て) 
2 A2 弱プルアップを備えるアドレスビット入力(位置の値を 4に割当て) 
3 A1 弱プルアップを備えるアドレスビット入力(位置の値を 2に割当て) 
4 A0 弱プルアップを備える最下位アドレスビット入力(位置の値を 1に割当て) 

5, 12 GND グランド基準 
6, 11 N.C. 接続なし 

7 VCC チップ用のオプション電源。VCC電源を利用不可の場合は、接続しないかまたはグランドして 

ください。 
8 POL P0及び P1用の起動時極性(ロジック状態)。端子は弱プルダウンを備えています。 
9 P0 リモート制御 I/O端子、弱プルダウンを備えるオープンドレイン 

10 P1 リモート制御 I/O端子、弱プルダウンを備えるオープンドレイン 
13 A6 弱プルアップを備えるアドレスビット入力(位置の値を 64に割当て) 
14 A5 弱プルアップを備えるアドレスビット入力(位置の値を 32に割当て) 
15 A4 弱プルアップを備えるアドレスビット入力(位置の値を 16に割当て) 
16 IO 1-Wireバスインタフェース。オープンドレインであり、外付けプルアップ抵抗が必要です。 

 
 
詳細 
DS28E04-100は、単一チップ内に 4096ビットの EEPROM、16バイトの制御ページ、2つの汎用 PIO端子、7つの外部アドレス端子、
及び完全装備の 1-Wire インタフェースを統合しています。PIO出力はオープンドレインとして構成され、最大 100Ωのオン抵抗を備えて
います。信頼性の高い PIO チャネルアクセス通信プロトコルによって、PIO 出力設定の変更がエラーなしで行われます。DS28E04-100
は、メインメモリや制御ページへの書込み時にバッファとして機能するスクラッチパッドと呼ばれる追加メモリ領域を備えています。データ

はまずスクラッチパッドに書き込まれ、そこからデータを読み戻すことができます。Copy Scratchpad コマンドによって、データは最終メモ
リ位置に転送されます。各 DS28E04-100は、64ビット長のデバイス ID番号を備えています。ユーザは、この番号の内の 7ビットをアド
レス端子によって設定することができます。残りの 57 ビットは、出荷時にチップにレーザで書き込まれます。デバイス ID 番号は固有の
ID を保証し、この番号を使ってマルチドロップ 1-Wire ネットワーク環境でデバイスをアドレス指定することができます。この環境では複数
のデバイスが共通の 1-Wire バス上に共存し、個別に動作します。また、DS28E04-100 は、PIO の状態やパワーオンリセットアクティビ
ティに基づいた 1-Wire 条件検索機能もサポートしています。DS28E04-100 は、オプションの VCC電源接続を備えています。外付け電

源がない場合は、デバイスの電源は 1-Wire バスから寄生的に供給されます。外付け電源がある場合は、1-Wire バスの電源がなくても
PIO の状態が維持されます。DS28E04-100 のアプリケーションには、電話局のスイッチ、セルラ基地局、アクセス製品、光ネットワーク
機器、PBXなどのモジュラーシステムの自動設定や状態監視、及びアクセサリ/プリント基板の IDなどがあります。 
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概要 
図 1 のブロックダイアグラムは、DS28E04-100 の主要な制御及びメモリセクションとの関係を示しています。DS28E04-100 は、次の 5
つの主要データ要素から構成されています：1) 64ビットデバイス ID番号、2) 32バイトスクラッチパッド、3) 各 32バイトの 16ページの
EEPROM、4) 特別機能レジスタ、5) PIO 制御レジスタ。1-Wire プロトコルの階層構造は、図 2 に示されています。バスマスタは次の 8
つの ROM 機能コマンドのいずれか 1 つをまず発行する必要があります：1) Read ROM、2) Match ROM、3) Search ROM、4) 
Conditional Search ROM、5) Skip ROM、6) Resume、7) Overdrive-Skip ROM、または 8) Overdrive-Match ROM。標準速度で実行
される Overdrive ROM コマンドバイトが終了すると、デバイスはオーバドライブモードに移行し、このモードでは以後の通信はすべて高
速化されます。これらの ROM機能コマンドに必要なプロトコルは、図 14に記載されています。ROM機能コマンドが正常に実行されると、
メモリ/制御機能を利用できるようになり、マスタが 9 つのメモリ/制御機能コマンドのいずれか 1 つを発行することができます。これらのコ
マンドのプロトコルは、図 9に記載されています。データの読取りと書込みはすべて、最下位ビットから行われます。 
 
 
図 1. ブロックダイアグラム 
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図 2. 1-WIREプロトコルの階層構造 
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64ビットのデバイス ID番号(ネットワークアドレス) 
各 DS28E04-100はそれぞれ、図 3に示されるように 64ビット長の固有のデバイス ID番号を備えています。先頭の 8ビットは、1-Wire
のファミリコードです。その次の 8 ビットは外部アドレスバイトで、その下位 7 ビットはアドレス入力端子 A0～A6 に接続されています。こ
のため、ユーザはこれらの端子を個別に GND(ロジック 0)または VCCロジック 1)に接続するか、またはオープン状態(ロジック 1)にするこ
とによって、デバイス ID番号の一部を設定することができます。その次の 40ビットは、レーザで書き込まれたシリアル番号です。複数の
DS28E04-100が 1-Wireネットワークで使用され、すべてのアドレス入力端子が同じ状態に接続されるか、オープン状態(未接続)であっ
ても、ユニークな 40 ビットのシリアル番号化フィールドによってアドレスの競合が回避され、各デバイスと個別に通信することができます。
最後の 8 ビットは、アドレス入力端子 A0～A6がロジック 1 であると仮定した、先頭から 56 ビットのレーザ書き込みされた CRC(巡回冗
長検査)です。図 4に示されているように、シフトレジスタと XORゲートから構成される生成多項式によって 1-Wire CRCが生成されます。
多項式は、X8 + X5 + X4 + 1です。デバイス IDの CRCの詳細は、本書の末尾近くの｢CRCの生成｣の項に記載されています。 
 
 
図 3. 64ビットデバイス ID番号 
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図 4. 1-WIRE CRC生成器 
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メモリ 
DS28E04-100の EEPROMアレイは各 32バイトの 17ページで構成され、アドレス 0000hから始まり、アドレス 021Fhで終わります。
この範囲のメモリアドレスはすべて、無制限の読取りアクセスが可能です。データメモリは、各 32バイトの 16 ページから構成されていま
す。レジスタページは、アドレス 0200hから始まる 32バイトから構成されています。レジスタページは、16ページの保護制御バイト(各デ
ータメモリページに 1 つずつ)、レジスタページロックバイト、ファクトリバイト、及び予備バイトから構成されています。予備バイトはファクト
リ(マキシム)が将来使用するためのバイトで、使用してはいけません。予備バイトは、デバイスの動作になんら影響を与えません。 
 
レジスタページロックバイトとともに保護制御レジスタによって、16 ページのデータメモリのページごとに書込み保護、EPROM モード、ま
たはコピー防止がイネーブルされるかどうかを設定します。値 55h によって、関連するメモリページに対する書込み保護が設定されます。
値 AAh によって EPROM モードが設定されます。レジスタページロックバイトの値を 55h または AAh とすると、書込み保護されたすべ
てのデータメモリページとレジスタページに対するコピー防止が設定されます。この場合、EPROM モードページは、影響を受けません。
保護制御レジスタ及びレジスタページロックバイトが 55h または AAh に設定されている場合は、自らを書込み保護します。その他の設
定では、これらは書込みアクセスに対する規制はありません。 
 
デバイスは、EEPROM のほかに 32 バイトの揮発性スクラッチパッドを内蔵しています。EEPROM アレイへの書込みは、2 段階のプロ
セスで行われます。まずデータは Write Scratchpad コマンドによってスクラッチパッドに書き込まれ、次に Copy Scratchpad コマンドに
よってメインアレイにコピーされます。ユーザは、メインアレイにコピーされる前に、Read Scratchpad コマンドによってスクラッチパッドに
書き込まれたデータを検証することができます。 
 
メモリ位置が書込み保護されている場合は、Write Scratchpad コマンドによって関連アドレスにマスタから送出されたデータはスクラッチ
パッドにロードされません。代わりに、このデータは、ターゲットアドレスにある EEPROM 内のデータに置き換えられます。メモリ位置が
EPROM モード状態の場合は、マスタが送出するデータとターゲットアドレスの EEPROM 内のデータの論理 AND が、スクラッチパッド
にロードされます。書込み保護されたメモリ位置または EPROM モードのメモリ位置に対する Copy Scratchpad コマンドは有効です。こ
のことによって、デバイス内の書込み保護されたデータをリフレッシュ、すなわち最新データで再設定することができます。 
 
あるメモリ位置がコピー防止されている場合は、この位置に対する Copy Scratchpadコマンドは阻止されます。これは FFh成功バイトに
よって表示されます。コピー防止は高度なセキュリティ用に使用され、すべての書込み保護されたページとそれに関連する保護制御バイ

トを最終値に設定してから使用する必要があります。このデバイスで実装されたコピー防止では、あるデバイスから別のデバイスへのデ

ータのコピーを禁止していません。コピー防止されたメモリページのターゲットアドレスに対する Copy Scratchpad コマンドの実行のみが
阻止されます。 
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図 5. メモリマップ 
アドレス位置 0000h～021Fhは不揮発性です。アドレス位置 0220h～0225は揮発性です。 
 

ADDRESS RANGE TYPE DESCRIPTION PROTECTION CODES (NOTES) 

0000h to 001Fh R/(W) Data Memory Page 0 (Protection controlled by address 0200h) 
0020h to 003Fh R/(W) Data Memory Page 1 (Protection controlled by address 0201h) 
0040h to 005Fh R/(W) Data Memory Page 2 (Protection controlled by address 0202h) 
0060h to 007Fh R/(W) Data Memory Page 3 (Protection controlled by address 0203h) 
0080h to 009Fh R/(W) Data Memory Page 4 (Protection controlled by address 0204h) 
00A0h to 00BFh R/(W) Data Memory Page 5 (Protection controlled by address 0205h) 
00C0h to 0DFh R/(W) Data Memory Page 6 (Protection controlled by address 0206h) 
00E0h to 00FFh R/(W) Data Memory Page 7 (Protection controlled by address 0207h) 
0100h to 011Fh R/(W) Data Memory Page 8 (Protection controlled by address 0208h) 
0120h to 013Fh R/(W) Data Memory Page 9 (Protection controlled by address 0209h) 
0140h to 015Fh R/(W) Data Memory Page 10 (Protection controlled by address 020Ah) 
0160h to 017Fh R/(W) Data Memory Page 11 (Protection controlled by address 020Bh) 
0180h to 019Fh R/(W) Data Memory Page 12 (Protection controlled by address 020Ch) 
01A0h to 01BFh R/(W) Data Memory Page 13 (Protection controlled by address 020Dh) 
01C0h to 01DFh R/(W) Data Memory Page 14 (Protection controlled by address 020Eh) 
01E0h to 01FFh R/(W) Data Memory Page 15 (Protection controlled by address 020Fh) 

0200h1) to 020Fh1) R/(W) Protection Control Pages 0 
to 15 

55h: Write Protected; AAh: EPROM mode. 
Address 0200h is associated with memory 
page 0, address 0201h with page 1, etc. 

0210h1) R/(W) Register Page Lock  (See text) 
0211h R Factory Byte (Reads 55h or AAh) 
0212h to 021Dh N/A Reserved  
021Eh to 021Fh R Factory Bytes (Undefined value) 
    
220h R PIO Logic State  (The lower two bits are valid) 
221h R PIO Output Latch State  (The lower two bits are valid) 
222h R PIO Activity Latch State  (The lower two bits are valid) 
223h R/W2) Conditional Search PIO 

Selection Mask 
 

224h R/W2) Conditional Search Polarity 
Selection 

 

225h R/W2) Conditional Search Control 
and Status Register 

 

1) Once programmed to AAh or 55h this address becomes read-only. All other codes can be stored but will neither 
write-protect the address nor activate any function. 
2) Limited write access through Write Register command 
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PIO関連のレジスタ 
図 6は、PIO チャネルの簡略ロジック図を示しています。PIO端子に関連するレジスタは、アドレス範囲 0220h～0225hの間にあります。
これらのレジスタはすべて揮発性です。すなわち、デバイスの電源が切断されるとレジスタの状態は消失します。すべての PIO関連のレ
ジスタをデータメモリのように読み取ることができます。PIO を制御するための、入力(読取り)、出力(書込み)、パルス生成、及びアクティ
ビティラッチをリセットするための特別コマンドが用意されています。 
 
図 6. PIOの簡略ロジック図 

 

PIO Output 
Latch 

PIO Activity 
Latch 

Edge 
Detector

Port 
Function 
Control 

To Activity Latch 
State Register 

To PIO Logic 
State Register 

To PIO Output 
Latch State Reg. 

R

QD

DQ

Q

Q

"1"

CLR ACT LATCH 

P0, P1 

DATA

CLOCK

POWER ON 
RESET 

 
 
 
PIO Logic State(PIOロジック状態)レジスタ 
 

ADDR b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0 
0220h 1 1 1 1 1 1 P1 P0 

PIO 端子のロジック状態は、Read Memory(メモリ読取り)コマンドを使ってこのレジスタを読み取ることによって得られます。このレジスタ
は読取り専用です。各ビットは、各 PIOチャネル端子に対応しています。ビット 2～７には機能がありません。これらのビットの読取り値は
常に 1 です。このレジスタのデータは、このレジスタの先頭の(最下位)ビットを読み込んでいるバイトの最後の(最上位)ビット時点の PIO
の状態を示します。詳細は、PIO Access Readコマンドの説明を参照してください。 
 
 
PIO Output Latch State(PIO出力ラッチ状態)レジスタ 
 

ADDR b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0 
0221h 1 1 1 1 1 1 PL1 PL0 

このレジスタのデータは、PIO Access Write コマンドによって PIO に書き込まれた最新データを示します。このレジスタは、Read 
Memory コマンドを使って読み取られます。このレジスタは、デバイスが ESD 発生後に再初期化されても、影響を受けません。このレジ
スタは読取り専用です。各ビットは、各 PIOチャネルの出力端子に対応しています。ビット 2～７には機能がありません。これらのビットの
読取り値は常に 1 です。このレジスタのフリップフロップの起動時の状態は、POL 端子の状態によって決まります。チップが全 PIO チャ
ネルをオフにして起動する必要がある場合は、POL端子をロジック｢1｣に接続する必要があります。 
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PIO Activity Latch State(PIOアクティビティラッチ状態)レジスタ 
 

ADDR b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0 
0222h 0 0 0 0 0 0 AL1 AL0 

このレジスタのデータは、PIOアクティビティラッチの最新状態を示します。このレジスタは、Read Memoryコマンドを使って読み取られま
す。このレジスタは読取り専用です。各ビットは、各 PIO チャネルのアクティブラッチに対応しています。ビット 2～７には機能がありませ
ん。これらのビットを読み取るとは常に 0 です。tPWMINを超える期間継続した PIO 端子の状態遷移(ハイ ロー、またはロー ハイ)によ
って、レジスタの対応ビットが 1に設定されます。パワーオンリセットによって、または｢Reset Activity Latches｣コマンドを正常に実行する
と、このレジスタは 00hにクリアされます。 
 
その次の 3つのレジスタは、Conditional Search ROM シーケンスへのデバイスの参加を制御します。デバイスが条件検索に応答する
かどうかを決定する各信号の相互関係が図 7に示されています。参加する PIO を選択する選択マスク SM、適合するためにチャネル信
号が 1 または 0 である必要があるかをチャネルごとに設定する極性選択 SP、及びアクティビティラッチまたは PIO 端子を入力として選
択する PLS ビットがあります。全チャネルの信号は、ANDゲート及び ORゲートに入力されます。CT ビットによって、最後に AND(論理
積)または OR(論理和)された結果が条件検索応答信号 CSR として選択されます。CTが 0の場合は、選択チャネルのうち最低 1 つの
チャネルのチャネル信号が対応する極性と一致する必要があります。CT が 1 の場合は、選択した全チャネルのチャネル信号が対応す
る極性と一致する必要があります。 
 
図 7. 条件検索ロジック 
 

AL1

P1

PLS SP0 SM0 CT

SM1SP1

AL0

P0

CSR

Channel 0

Channel 1

PORL

 
 
 
Conditional Search Channel Selection Mask(条件検索チャネル選択マスク)レジスタ 
 

ADDR b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0 
0223h 0 0 0 0 0 0 SM1 SM0 

このレジスタのデータは、PIO チャネルが条件検索コマンドに参加するのに適合するかどうかを制御します。PIO チャネルを参加させる
ためには、該当するチャネルに対応するこのレジスタのビットを 1 に設定する必要があります。Write Register コマンドによってのみ、こ
のレジスタに書き込むことができます。このレジスタは読取り及び書込み可能です。各ビットは、図 7に示すように各 PIOチャネルに対応
しています。ビット 2～7には機能がありません。これらのビットの読取り値は常に 0であり、1に変更することはできません。このレジスタ
は、パワーオンリセットで 00hにクリアされます。 
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Conditional Search Channel Polarity Selection(条件検索チャネル極性選択)レジスタ 
 

ADDR b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0 
0224h 0 0 0 0 0 0 SP1 SP0 

このレジスタのデータによって、デバイスが条件検索コマンドに応答する選択した各 PIO チャネルの極性を設定します。Write Registers
コマンドによってのみ、このレジスタに書き込むことができます。PIOチャネル内で、アドレス 0225hの制御/状態レジスタにある PLS ビッ
トの設定に従って、データソースをチャネルの入力端子またはチャネルのアクティビティラッチのいずれかにすることができます。このレジ

スタは読取り及び書込み可能です。各ビットは、図 7に示すように各 PIOチャネルに対応しています。ビット 2～7には機能がありません。
これらのビットの読取り値は常に 0であり、1に変更することはできません。このレジスタは、電源投入時に 00hにクリアされます。 
 
 
Control/Status(制御/状態)レジスタ 
 

ADDR b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0 
0225h VCCP POL 0 0 PORL 0 CT PLS 

このレジスタのデータは状態に関する情報を通知し、さらにデバイスを条件検索用に構成します。Write Registers コマンドでのみ、この
レジスタに書き込むことができます。このレジスタは読取り及び書込み可能です。PORL ビットの起動状態は、｢1｣です。CT 及び PLS は
｢0｣として起動します。各ビットの機能割当ては、次の表で説明されています。ビット 2、4、及び 5 には機能がありません。これらのビット
の読取り値は常に 0で、1に設定することはできません。 
 
Control/Status(制御/状態)レジスタの詳細 

ビット説明 ビット 設定 

PLS：端子またはアクティビテ
ィラッチ(Activity Latch)の選
択 

b0 

PIO端子または PIOアクティビティラッチ(Activity Latch)を条件検索の入力として
選択します。  
 0：端子を選択(デフォルト) 
 1：アクティビティラッチ(Activity Latch)を選択 

CT：条件検索ロジック項 b1 

デバイスが条件検索に応答する適合条件を満たすために、2つのチャネルのデー
タの ORまたは ANDのどちらをとる必要があるかどうかを設定します。単一チャ
ネルのみがチャネル選択マスク(0223h)で選択されている場合は、このビットは設
定不要です。 
 0：ビット単位の OR(デフォルト) 
 1：ビット単位の AND 

PORL：パワーオンリセット  
ラッチ b3 

デバイスがパワーオンリセットを実行するかどうかを設定します。このビットは、制

御/状態レジスタへの書込みのみによって、0にクリアすることができます。このビ
ットが 1である限り、デバイスは常に Conditional Search ROMシーケンスに応
答します。 

POL：PIOデフォルト極性(読
取り専用) 

b6 

POL端子の状態を通知します。POL端子の状態によって、PIO端子 P0及び P1
がハイまたはローで起動されるかが設定されます。PIO端子に生成されるパルス
の極性は端子の起動状態の逆極性です。 
 0：PIOが 0で起動 
 1：PIOが 1で起動 

VCCP：VCC電源状態       
(読取り専用) b7 

VCCで電源供給される動作の場合は VPUPに等しい電圧源に VCC端子を接続する

必要があります。 
 0：VCC電源を利用不可 
 1：VCCで電源給電による動作 
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アドレスレジスタ及び転送状態 
DS28E04-100は、TA1、TA2、及び E/S と呼ばれる 3つのアドレスレジスタを使用します(図 8)。レジスタ TA1と TA2に、データの書込
み先やデータの読取り元のターゲットアドレスをロードする必要があります。レジスタ E/S は読取り専用の転送状態レジスタで、書込みコ
マンドのデータ完全性を検証するために使用されます。E/S レジスタの下位 5 ビットは、32バイトスクラッチパッド内の終了オフセットを示
します。マスタから送出されるデータビットの値が 8 の整数倍でない場合、またはスクラッチパッドのデータが電源不良のため有効でない
場合は、PF と呼ばれる E/S レジスタのビット 5 が設定されます。スクラッチパッドに正しく書き込まれると、PF ビットがクリアされます。ビ
ット 6 には機能がありません。このビットの読取り値は常に 0 です。なお、最下位 5 ビットのターゲットアドレスによって、データの中間記
憶であるスクラッチパッド内の開始アドレスを決定します。このアドレスは、バイトオフセットと呼ばれます。例えば、Write コマンドのターゲ
ットアドレス(TA1)が 03CHの場合は、スクラッチパッドは入力データを、バイトオフセット 1CHを開始アドレスとして蓄積し、わずか 4バイ
トで一杯になります。この場合、対応する終了オフセットは 1FH です。データ帯域幅を最大にするには、書込みのターゲットアドレスは、
新規ページの先頭(すなわち、バイトオフセットは 0)を示す必要があります。このことによってスクラッチパッドの 32バイト全容量を利用す
ることができ、また終了オフセットは 1FH になります。しかし、ページ内の任意の場所に 1 つまたは複数の連続したバイトを書き込むこと
も可能です。パーシャルフラグ(PF)とともに終了オフセットは、Write コマンドの後にマスタがデータの完全性をチェックすることをサポート
します。PF フラグの読取り値が 0 の場合にのみ、AA と呼ばれる E/S レジスタの最高位のビットが正しい値(1)となります。PF が 0 で、
AAが 1の場合は、コピーが行われたことになります。スクラッチパッドにデータが書き込まれると、AAフラグはクリアされます。 
 
図 8. アドレスレジスタ  
 

Bit # 7 6 5 4 3 2 1 0 

Target Address (TA1) T7 T6 T5 T4 T3 T2 T1 T0 

Target Address (TA2) T15 T14 T13 T12 T11 T10 T9 T8 

Ending Address with 
Data Status (E/S) 

(Read Only) 
AA 0 PF E4 E3 E2 E1 E0 

 
 
検証による書込み 
データを DS28E04-100 の EEPROM セクションに書き込むには、スクラッチパッドを中間記憶器として使用する必要があります。まず、
マスタが所望するターゲットアドレスを指定する Write Scratchpad コマンドを発行します。この後にはスクラッチパッドに書き込まれるデ
ータが続きます。ある条件の下では(Write Scratchpadコマンド参照)、Write Scratchpadコマンドシーケンスの最後に、マスタは、コマン
ド、アドレス(送出された実際のアドレス)、及び(マスタから送出された)データの反転 CRC16 を受け取ります。マスタはこの CRC の値を
知ることによって、マスタが計算した値と照合して、通信が成功したかどうかを判定し、Copy Scratchpad コマンドに進むことができます。
マスタが CRC16 を受け取ることができなかった場合は、Read Scratchpad コマンドを使ってデータの完全性を検証する必要があります。
スクラッチパッドデータのプリアンブルとして、DS28E04-100はターゲットアドレス TA1及び TA2 を繰り返し、E/S レジスタの内容を送出
します。PF フラグがセットされている場合は、データが正しくスクラッチパッドに届かなかったか、またはスクラッチパッドにデータが書き込
まれた後に、電源不良が発生したことになります。マスタは読取りを継続する必要はありません。マスタはデータをスクラッチパッドに書き

込む新たな試行を開始することができます。同様に、AA フラグがセットされ、かつ PF フラグがクリアされている場合は、デバイスが
Write コマンドを認識しなかったことを示します。すべてが正常に進行した場合は両方のフラグはクリアされ、終了オフセットはスクラッチ
パッドに書き込まれた最後のバイトのアドレスを示します。この場合、マスタは全データバイトの読取りと検証を継続することができます。

マスタがデータを検証した後に、Copy Scratchpad コマンドを送出することができます。このコマンドの後には、3 つのアドレスレジスタ、
TA1、TA2、及び E/Sのデータが正しく続く必要があります。マスタは、スクラッチパッドを読み取って、これらのレジスタの内容を取得しな
ければなりません。 
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メモリ/制御機能コマンド 
メモリ/制御機能フローチャート(図 9)は、メモリ及び DS28E04-100の PIO端子へのアクセスに必要なプロトコルを説明しています。これ
らの機能を利用する方法例は、本書の末尾に記載されています。マスタと DS28E04-100間の通信は、標準速度(デフォルト、OD = 0)、
またはオーバドライブ速度(OD = 1)のいずれかで行われます。オーバドライブモードが意図して設定されていない場合は、DS28E04-
100は標準速度で起動します。 
 
WRITE SCRATCHPAD コマンド [0Fh] 
Write Scratchpad コマンドは、データメモリ及びレジスタページの書込み可能アドレスに適用されます。マスタは Write Scratchpad コマ
ンドを発行した後に、スクラッチパッドに書き込まれるデータが後に続く 2 バイトのターゲットアドレスをまず提供する必要があります。そ
のデータは、バイトオフセット(T4：T0)から始まるスクラッチパッドに書き込まれます。終了オフセット(E4：E0)は、マスタがデータの書込み
を終了するバイトオフセットです。フルデータバイトのみが受け入れられます。最後のデータバイトが不完全な場合は、その内容は無視さ

れ、パーシャルバイトフラグ PFがセットされます。 
 
Write Scratchpad コマンドを実行すると、DS28E04-100内の CRC生成器(図 18参照)は、コマンドコードから始まり、マスタから送出さ
れる最後のデータバイトで終了するデータストリームまでの全体の CRC を計算します。まず CRC 生成器をクリアしてから、Write 
Scratchpad コマンドのコマンドコード(0FH)、マスタから送出されたターゲットアドレス(TA1 及び TA2)、及び全データバイトをシフトインし
て、CRC16 多項式を使ってこの CRC が生成されます。マスタは、いつでも Write Scratchpad コマンドを終了することができます。ただ
し、スクラッチパッドの最後に達した(E4：E0 = 11111b)場合は、マスタは 16個の読取りタイムスロットを送出し、DS28E04-100が生成し
た CRCを受け取ることができます。 
 
Write Scratchpad コマンドが書込み保護位置に試みられた場合は、送出データではなくメモリ内の既存データがスクラッチパッドにロー
ドされます。同様に、ターゲットアドレスページが EPROM モード状態の場合は、スクラッチパッドには、送出データとメモリ内の既存デー
タのビット対応の論理 ANDがロードされます。 
 
READ SCRATCHPAD コマンド [AAh] 
Read Scratchpad コマンドによって、ターゲットアドレス及びスクラッチパッドデータを検証することができます。マスタはこのコマンドコー
ドを発行すると、読取りを開始します。先頭の 2 バイトは、ターゲットアドレスです。その次のバイトは終了時のオフセット/データ状態バイ
ト(E/S)で、スクラッチパッドデータが後に続きます。このデータは、マスタが当初送出したものと異なる可能性があります。このことは、タ
ーゲットアドレスがレジスタページ、または書込み保護モードや EPROM モード状態のページ内にある場合は、特に重要になります。詳
細については、｢Write Scratchpad｣の説明を参照してください。マスタは、E4：E0-T4：T0+1 バイトを読み取る必要があります。この後に、
マスタは、DS28E04-100 から送出されたデータに基づく反転 CRC16 を受け取ります。マスタが CRC の後に読取りを続けると、すべて
のデータはロジック 1になります。 
 
COPY SCRATCHPAD [55h]  
Copy Scratchpad コマンドを使って、スクラッチパッドからデータメモリ及びレジスタページの書込み可能セクションにデータをコピーする
ことができます。マスタは Copy Scratchpad コマンドを発行した後に、3 バイトの認証パターンを提供する必要があります。このパターン
は、直前の Read Scratchpad コマンドによって取得されていなければなりません。この 3 バイトのパターンは、3 つのアドレスレジスタ
(TA1、TA2、E/S、の順)内のデータと完全に一致する必要があります。パターンが一致する場合は、ターゲットアドレスは正しく、PF フラ
グは設定されず、ターゲットメモリはコピー防止されず、AA(認証承認)フラグがセットされ、コピーが始まります。コピー元のデータは、3 つ
のアドレスレジスタによって決定されます。開始オフセットから終了オフセットまでのターゲットアドレスから始まるスクラッチパッドデータが

メモリにコピーされます。このコマンドを使って、1～32 バイトの任意の場所からコピーすることができます。デバイスの内部データ転送に
は最大 10msの時間を要します。この間に 1-Wireバス上の電圧は 2.8V を下回ってはなりません。マスタは 10ms間待機した後に、読
取りタイムスロットを発行し、マスタがリセットパルスを発行するまで AAh 確認バイトを受け取ることができます。PF フラグがセットされて
いるか、またはターゲットメモリがコピー防止されている場合は、コピーは開始せず、AAフラグはセットされません。 
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図 9-1. メモリ/制御機能フローチャート 
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図 9-2. メモリ/制御機能フローチャート(続き) 
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図 9-3. メモリ/制御機能フローチャート(続き) 
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図 9-4. メモリ/制御機能フローチャート(続き) 
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図 9-5. メモリ/制御機能フローチャート(続き) 
 

1) 

From Figure 9 
4th Part 

To Figure 9  
4th Part 

To Figure 9 
6th Part 

From Figure 9 
6th Part 

F5h 
PIO Access 

Read? 

DS28E04 Samples 
PIO Pin Status 

PIO Sample 
Counter = 0  

Y 

N 

Sample Count 
 = 31? 

Y 

NMaster 
TX Reset? 

Bus Master RX  
PIO Pin Status 

DS28E04 Increments 
PIO Sample Counter

DS28E04 Samples 
PIO Pin Status 

Bus Master RX  
PIO Pin Status 

PIO Sample 
Counter = 0  

DS28E04 Samples 
PIO Pin Status 

Bus Master RX 
CRC16 of Command 
and 32 Bytes of PIO 
Pin Status (1st Pass) 
CRC16 of 32 Bytes  
of PIO Pin Status 

(Subsequent Passes) 

Y

N 5Ah 
PIO Access 

Write? 

Bus Master TX new 
PIO Output Data Byte

Bus Master TX 
inverted new PIO 
Output Data Byte 

Transmission 
OK? 

DS28E04 Updates 
PIO Output Latch

Bus Master RX 
Confirmation AAh

DS28E04 Samples 
PIO Pin Status 

Bus Master RX 
PIO Pin Status 

Y

N Master 
TX Reset? 

N

Y

Bus Master 
RX “1”s 

Y 

N
Master 

TX Reset? 

Note 1) 
See the command 
description for the 
exact timing of the 
PIO pin sampling 
and updating. 

N

Y 

1)

1) 1) 

1) 

 
 



DS28E04-100: 4096-Bit 1-Wire Addressable EEPROM with PIO 
 

 19 of 36 
 
 

図 9-6. メモリ/制御機能フローチャート(続き) 
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READ MEMORY [F0h] 
Read Memory コマンドを使って、DS28E04-100 からデータを読み取ることができます。マスタはコマンド発行後に、0000h～0225h の
範囲の 2バイトのターゲットアドレスを提供する必要があります。これらの 2バイトの後に、マスタはターゲットアドレスから始まるデータを
読み取り、アドレス 0225h まで読取りを続けることができます。マスタがさらに、読取りを続行すると、その結果はロジック 1 になります。
デバイス内部の TA1、TA2、E/S、及びスクラッチパッドの内容は、Read Memoryコマンドによって影響を受けません。 
 
DS28E04-100のハードウェアによって、メモリセクションにエラーなしで書き込むことができます。1-Wire環境でのデータ読取りを保護す
ると同時にデータ転送を高速化するには、1 メモリページサイズのデータパケットに各データをパケット化することを推奨します。通常、こ
のようなパケットはデータの各ページ単位で 16 ビット CRC を保管し、エラーのない迅速なデータ転送を実現します。このため、受領デー
タが正しいかどうか判定するためにページを複数回読み取る必要性がなくなります(推奨ファイル構造については、『Application Note 
114』を参照してください)。 
 
WRITE REGISTER [CCh] 
条件検索設定値及び状態/制御レジスタは揮発性です。Write Register コマンドによって、起動サイクルごとにこれらをロードする必要が
あります。マスタはコマンド発行後に、2 バイトのターゲットアドレスを送出します。このアドレスは、0223h～0225h の値である必要があり
ます。次に、マスタは書き込まれるバイトをアドレス指定されたセルに送出します。アドレスが有効な場合は、このバイトはそのメモリ位置

に即時書き込まれます。その後、マスタは 1-Wire リセットを発行して、コマンドを終了するか、または次の上位アドレスの別のバイトを送
出することができます。メモリアドレス 0225hに書き込まれると、さらに上位アドレスへのデータバイトは無視されます。マスタは 1-Wireリ
セットを送出して、コマンドを終了する必要があります。Write Register のフローには新しいレジスタデータのエラーチェックがないため、
Read Memoryコマンドを使ってレジスタを読み取って書込みが正しいかどうかを検証する必要があります。 
 
PIO ACCESS READ [F5h] 
アドレス 0220hから PIOのロジック状態を読み取るのとは対照的に、このコマンドは PIOロジック状態を永久ループで読み取ります。32
バイトの PIO端子の状態の後に、DS28E04-100は反転 CRC16をデータストリームに挿入します。これによって、マスタはデータがエラ
ーなしで受け取られたかを検証することができます。PIO Access Read は、1-Wire Reset でいつでも終了することができます。POL 端
子の状態によって、このコマンドは影響を受けません。 
 
両方の PIO チャネルの状態が同時にサンプリングされます。コマンドコード F5h の最後の(最上位)ビットの間に、最初のサンプリングが
行われます。PIO状態バイトの最初の(最下位)ビットは P0 に対応し、次のビットは P1 に対応しています。PIO状態バイトの残りの 6 ビ
ットには対応する PIO端子がありません。これらの 6ビットの読取り値は常に｢1｣です。マスタが PIO状態バイトの最後のビットを受け取
る間に、次のサンプリングが行われ、マスタが 32回の PIOのサンプリングを受け取るまで、以下同様に実行されます。次に、マスタはコ
マンドバイト及び 32 回の PIO サンプリング(最初のパス)の反転 CRC16 か、または 32 回の PIO サンプリング(それ以降のパス)の
CRC を受け取ります。CRC の最後(最上位)のビットが送出される間に、次の PIO のサンプリングが行われます。このサンプリングは、
図 10に示されるように直前のバイトのMSビットの立上りエッジから tREH + x遅延して行われます。｢x｣の値は、約 0.2μsです。 
 
 
図 10. PIO Access Read タイミング図 
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注： 
1 ｢直前のバイト｣はコマンドコード、直前の PIOサンプリングによるデータバイト、または CRC16の MSバイトになる場合もあります。 
2 ｢直前のバイト｣が書込み確認バイト(AAh)の場合、サンプリングポイントのタイミングは PIO Access Write及び Pulseコマンドにも

適用されます。  
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PIO ACCESS WRITE [5Ah] 
PIO Access Writeコマンドによってのみ、PIO出力ラッチ状態レジスタ(アドレス 0221h)に書き込むことができます。この書込みによって
PIO チャネルのオープンドレイン出力トランジスタが制御されます。永久ループで、このコマンドはまず新しいデータを PIO に書き込んで
から、PIO の状態をリードバックします。マスタが暗黙のリードアフタライトを使って、状態を検証することができます。PIO Access Write
は、1-Wire Resetによっていつでも終了することができます。POL端子の状態によって、このコマンドは影響を受けません。 
 
コマンドコードの後に、マスタは PIO 出力トランジスタの新たな状態を決定するバイトを送出します。先頭の(最下位)ビットは、P0 に対応
しています。その次のビットは P1 に影響を与えます。新しい状態バイトの残りの 6 ビットには、対応する PIO 端子がありません。これら
のビットは、常に｢1｣として送出される必要があります。出力トランジスタをオフ(非導通)にするには、対応するビット値を 1にします。トラン
ジスタをオンにするには、このビットは 0 である必要があります。このことによって、新しい PIO出力状態として送出されたデータバイトは、
true(非反転)形式で PIO端子に到達します。送出をデータエラーから保護するには、マスタは反転形式で新しい PIOバイトを繰り返す必
要があります。送出にエラーがなかった場合にのみ、PIO の状態が遷移します。新しい状態への実際の PIO 遷移は、図 11 に示される
ように反転 PIOバイトの MSビットの立上りエッジから tREH + xだけ遅延して行われます。｢x｣の値は、約 0.2μsです。PIO状態の遷移
の成功をマスタに通知するために、DS28E04-100 はデータパターンが AAh の確認バイトを送出します。確認バイトの MS ビットが送出
されると、図 10 に示すように DS28E04-100 は PIO 端子の状態をサンプリングし、それをマスタに送出します。このデータに応じて、マ
スタは PIOにさらにデータを書き込み続けるか、または 1-Wireリセットを発行してコマンドを終了することができます。 
 
 
図 11. PIO Access Write タイミング図 
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PIO ACCESS PULSE [A5h] 
PIO Access Writeの使用に代わる便利な代替手段として、PIO Access Pulseコマンドによって選択された PIO出力に自己調時パルス
が生成されます。パルスの極性は、POL 端子の状態によって決まります。POL = 1 の場合、パルスは負(アクティブロー)で、その逆も同
様です。PIO Access Pulseコマンドは、デバイスが VCCで電源供給される場合にのみ受け付けられます。 
 
このコマンドコードの後に、マスタから、パルスが生成される PIO を設定する選択マスクが送出されます。選択マスクの対応ビットが｢1｣
に対する PIOが選択されます。先頭の(最下位)ビットは P0に対応しています。その次のビットは P1に影響を与えます。選択マスクの残
りの 6 ビットには、対応する PIO 端子がありません。これらのビットは、常に｢1｣として送出される必要があります。送出をデータエラーか
ら保護するには、マスタは反転形式で選択マスクを繰り返す必要があります。送出にエラーがなかった場合にのみ、パルスが生成されま

す。パルスは、図 12に示されるように反転選択マスクの MSビットの立上りエッジから tREH + xだけ遅延して始まります。｢x｣の値は、約
0.2μs です。パルス生成の成功をマスタに通知するために、DS28E04-100 はデータパターンが AAh の確認バイトを送出します。確認
バイトの最後のビットが送信される間に、図 10に示されるように DS28E04-100は PIO端子の状態をサンプリングし、それをマスタに送
出します。これで、マスタは 1-Wireリセットを発行して、コマンドフローを終了することができます。このことによって、PIO端子のパルスは
終了しません。 
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図 12. PIO Access Pulse タイミング図 
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RESET ACTIVITY LATCHES [C3h] 
各 PIO チャネルは、PIO 端子における tPWMINを超える継続時間の状態遷移があるたびにセットされるアクティビティラッチを備えていま

す。この遷移は、外部イベント/信号または、PIO への書込みまたはパルスの生成によって発生することができます。アプリケーションによ
っては、外部イベントを取り込み、処理した後に、アクティビティラッチをリセットする必要があります。PIO Activity Latch State レジスタに
対しては読取りアクセスのみがあるため、DS28E04-100 はこれらのラッチをリセットする特別コマンドをサポートしています。デバイスは
コマンドコードを受け取った後に、すべてのアクティビティラッチ(Activity Latch)を同時にリセットします。マスタが Reset Activity Latches
コマンドの実行を検証するための 2 つの方法があります。ひとつは、このコマンドコードが送出された直後に 1-Wire ラインから読取りを
開始する方法です。この場合は、マスタが 1-Wire リセットを送出するまで、AAh バイトを読み取ります。もう 1 つの方法は、レジスタアド
レス 0222hを読み取ることです。 
 
 
1-Wireバスシステム 
1-Wire バスは、単一バスマスタと、1 つまたは複数のスレーブで構成されるシステムです。いずれの場合も、DS28E04-100 はスレーブ
デバイスになります。バスマスタは、通常はマイクロコントローラです。このバスシステムの説明は、以下の 3 つのトピックに分類されます。
すなわち、ハードウェア構成、トランザクションシーケンス、及び 1-Wire 信号方式(信号の種類とタイミング)です。1-Wire プロトコルでは、
バスマスタからの同期パルスの立下りエッジで起動する個々のタイムスロット期間のバスの状態によってバストランザクションが定義され

ます。 
 
 
ハードウェア構成 
1-Wire バスはその名の通り単線しか備えていません。バス上の各デバイスは適時この単線を駆動可能である必要があります。これを容
易にするために、1-Wire バスに接続された各デバイスはオープンドレイン出力やトライステート出力を備える必要があります。
DS28E04-100の 1-Wireポートは、図 13に示されているのと等価な内部回路を持つオープンドレインです。 
 
マルチドロップバスは、複数のスレーブを接続した 1-Wire バスから構成されています。DS28E04-100 は、15.4kbit/s(max)の標準通信
速度と 111kbit/s(max)のオーバドライブ通信速度をともにサポートしています。なお、1-Wire の旧製品は、16.3kbit/s の標準通信速度と
142kbit/s のオーバドライブ通信速度をサポートしています。DS28E04-100 の速度が少し低下したのは、回復時間を長くした結果ですが
これは、ノイズ耐性を向上して 1-Wire 物理インタフェースの性能を強化するためです。プルアップ抵抗器の値は、主にネットワークのサ
イズと負荷状態に依存します。DS28E04-100は、いかなる速度においても 2.2kΩ(max)のプルアップ抵抗器が必要です。 
 
1-Wire バスのアイドル状態はハイです。なんらかの理由でトランザクションを一時停止する必要がある場合、その後トランザクションを再
開するためには、バスがアイドル状態である必要があります。これが実行されず、バスが 16μs(オーバドライブ速度の場合)、または
120μs(標準速度の場合)を超えて、ロー状態であると、バス上の 1個以上のデバイスがリセットされることがあります。 
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図 13. ハードウェアの構成 
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トランザクションシーケンス 
1-Wireポートを通じて DS28E04-100にアクセスするプロトコルは、次の通りです： 
 
 初期化 
 ROM機能コマンド 
 メモリ/制御機能コマンド 
 トランザクション/データ 

 
初期化 
1-Wire バス上のすべてのトランザクションは初期化シーケンスから始まります。初期化シーケンスは、バスマスタから送出されるリセット
パルス、及びその後に続く(単数または複数の)スレーブが送出する(単数または複数の)プレゼンスパルスから構成されます。プレゼンス
パルスによって、DS28E04-100 がバス上にあり、動作可能であることをバスマスタが認識することができます。詳細については、｢1-
Wire信号方式｣の項を参照してください。 
 
1-WIRE ROM機能コマンド 
バスマスタがプレゼンスパルスを検出すると、DS28E04-100がサポートする 8つの ROM機能コマンドの内のいずれか 1つを発行する
ことができます。ROM機能コマンドはすべて 8ビット長です。これらのコマンドのリストを以下に示します(図 14のフローチャートを参照)。 
 
READ ROM [33h] 
このコマンドによって、バスマスタが、DS28E04-100 の 8 ビットファミリコード、固有の 40 ビットシリアル番号、8 ビットアドレスバイト、及
び 8ビット CRCを読み取ることができます。アドレスバイトの下位 7ビットは、アドレス端子 A6～A0の状態を読み戻します。図 3も参照
してください。バス上に 1 個のスレーブがある場合にのみ、このコマンドを使用することができます。複数のスレーブがバス上にある場合
は、全スレーブが同時に送出しようとすると、データの衝突が発生します(オープンドレインによってワイヤード AND された結果が得られ
ます)。結果として得られるファミリコードと 48 ビットシリアル番号によって、CRCの不一致が発生します。なお、1 つまたは複数の外部ア
ドレス入力が GNDに接続されている場合も、CRCの不一致が発生します。ROM CRCは、1に設定された A6～A0に対して、ハードコ
ード化されています。マスタはこれを認識し、同様に ROM CRCを計算する必要があります。 
 
MATCH ROM [55h] 
64 ビット ROM シーケンスが後に続く Match ROM コマンドを使って、バスマスタがマルチバス上の特定 DS28E04-100 をアドレス指定
することができます。外部アドレスを含んで、64 ビット ROM シーケンスと完全一致する DS28E04-100 のみが、以下のメモリ/制御機能
コマンドに応答します。その他のすべてのスレーブは、リセットパルスを待ちます。バス上の 1 つまたは複数のデバイスに対して、このコ
マンドを用いることができます。 
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SEARCH ROM [F0h] 
システムが最初に立ち上がる際に、バスマスタが 1-Wireバス上のデバイスの数やそのデバイス ID番号を認知していない場合がありま
す。マスタはバスのワイヤード ANDの性質を利用して、消去プロセスによって全スレーブデバイスの ID番号を識別することができます。
デバイス ID番号のビットごとに、最下位ビットからバスマスタは 3つ 1組のタイムスロットを発行します。最初のタイムスロットで、検索に
参加する各スレーブデバイスはデバイス ID 番号ビットの真の値を出力します。2 番目のタイムスロットで、検索に参加する各スレーブデ
バイスはデバイス ID 番号ビットの補数値を出力します。3 番目のタイムスロットで、マスタは選択対象のビットの真の値を書き込みます。
マスタが書き込んだビットと一致しないスレーブデバイスはすべて、検索への参加を停止します。両方の読取りビットがゼロの場合は、マ

スタは、ビットの両方の状態を備えるスレーブデバイスが存在していることを認識します。バスマスタは書き込む状態を選択して、ROM コ
ードツリーで分岐します。1 回の処理を完了すると、バスマスタは１個のデバイスのデバイス ID 番号を認識します。さらに処理を行うと、
残りのデバイスのデバイス ID 番号が識別されます。例を含む詳細については、『アプリケーションノート 187』の｢1-Wire 検索アルゴリズ
ム(1-Wire Search Algorithm)｣を参照してください。 
 
注：DS28E04-100のレーザ書込みされた ROM CRCは、アドレス入力端子はすべてロジック 1であると仮定して計算されるため、GND
に接続されるアドレス入力端子は正しく認識されません。1-Wire ライン上のデバイスのリストを作成するときは、ダブル検索を行うことを
推奨します。 
 
CONDITIONAL SEARCH [ECh] 
Conditional Search ROMコマンドは、特定条件(CSR = 1)を満たすデバイスのみが検索に加わることを除き、Search ROMコマンドと
同様に機能します。この機能によって、重要イベントを通知する必要があるマルチドロップシステム上のデバイスをバスマスタが効率的に

識別することができます。条件検索の各プロセスがマルチドロップバス上の特定デバイスの 64 ビット ROM を正常に識別すると、あたか
も Match ROMが発行されたかのように該当デバイスに個別にアクセスすることができます。これは他の全デバイスが検索プロセスから
抜け出し、リセットパルスに対して待機しているためです。DS28E04-100 は、CSR 信号がアクティブの場合は、条件検索に応答します。
詳細については、アドレス 0223h～0225hのレジスタの説明及び図 7を参照してください。 
 
SKIP ROM [CCh] 
このコマンドによって、バスマスタが 64 ビット ROM コードを提供せずにメモリ機能にアクセスすることができ、単一ドロップバスシステム
において時間を節減することができます。複数のスレーブがバス上にあり、Skip ROMコマンドに続き Readコマンドが発行される場合な
どにおいて、複数のスレーブが同時に送信すると、データの衝突がバス上で発生します(オープンドレインプルダウンによってワイヤード
ANDが取られる結果となります)。 
 
RESUME [A5h] 
マルチドロップ環境でデータスループットを最大限にするために、Resume機能が用意されています。この機能は RC ビットの状態をチェ
ックし、それが設定されている場合は Skip ROM コマンドと同様に制御がメモリ機能に直接移されます。RC ビットは、Match ROM、
Search ROM、または Resume Command機能を正常に実行することのみによって設定することができます。バス上の別のデバイスに
アクセスすると、RCビットがクリアされ、複数のデバイスが Resumeコマンド機能に同時に応答しなくなります。 
 
OVERDRIVE SKIP ROM [3Ch] 
単一ドロップバス上でこのコマンドによって、バスマスタが 64ビット ROMコードを提供することなくメモリ機能にアクセスして、時間を節減
することができます。標準の Skip ROMコマンドとは異なり、Overdrive Skip ROMは DS28E04-100をオーバドライブモード(OD = 1)に
設定します。最低 480μs の期間のリセットパルスによってバス上の全デバイスが標準速度(OD = 0)にリセットされるまで、このコマンド
発行後の通信はすべて、オーバドライブ速度で行われる必要があります。 
 
このコマンドがマルチドロップバス上で発行されると、オーバドライブ対応デバイスはすべてオーバドライブモードに設定されます。特定の

オーバドライブ対応デバイスを引き続きアドレス指定するには、オーバドライブ速度のリセットパルスを発行し、Match ROM や Search 
ROM コマンドシーケンスが後に続く必要があります。これを行うと、検索プロセスの時間が短縮されます。複数のオーバドライブ対応スレ
ーブがバス上にあり、Overdrive Skip ROMコマンドの後に Readコマンドが続く場合は、複数のスレーブが同時に送出すると、データの
衝突がバス上で発生します(オープンドレインプルダウンにより、ワイヤード ANDが取られる結果となります)。 
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図 14-1. ROM機能フローチャート 
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図 14-2. ROM機能フローチャート(続き) 
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OVERDRIVE MATCH ROM [69h] 
オーバドライブ速度で送出される 64ビット ROMシーケンスが後に続く Overdrive Match ROMコマンドによって、バスマスタがマルチド
ロップバス上の特定の DS28E04-100 をアドレス指定すると同時にそれをオーバドライブモードに設定することができます。64 ビット
ROMシーケンスと完全一致する DS28E04-100のみが、以降のメモリ/制御機能コマンドに応答します。前の Overdrive Skipコマンドや
正常な Overdrive Match コマンドによってすでにオーバドライブモード状態のスレーブは、オーバドライブモード状態を維持します。オー
バドライブ対応スレーブはすべて、継続時間が最低 480μs の次のリセットパルスで標準速度に戻ります。バス上の 1 つまたは複数の
デバイスで、Overdrive Match ROMコマンドを用いることができます。 
 
1-WIRE信号方式 
DS28E04-100 には、データの完全性を確保するために厳密なプロトコルが必要です。プロトコルは、以下の 4 種類の単線上の信号方
式で構成されています。すなわち、リセットパルスとプレゼンスパルスを伴うリセットシーケンス、Write-0、Write-1、及びデータ読取りです。
プレゼンスパルスを除いて、バスマスタがすべての立下りエッジを始動します。DS28E04-100は、標準速度とオーバドライブ速度の 2種
類の速度で通信することができます。オーバドライブモードが意図的に設定されない場合は、DS28E04-100 は標準速度で通信します。
オーバドライブモード時には、高速タイミングがすべての波形に適用されます。 
 
アイドル状態からアクティブになるには、1-Wire ライン上の電圧が VPUPからスレッショルド VTLを下回って降下する必要があります。アク

ティブからアイドル状態になるには、電圧が VILMAXからスレッショルド VTHを上回って上昇する必要があります。電圧がこのように上昇す

るために必要とする時間は、図 15 に｢ε｣として示されています。その継続時間は、使用されるプルアップ抵抗器(RPUP)と接続する 1-
Wireネットワークの容量に左右されます。電圧 VILMAXはイベントをトリガしない DS28E04-100の適切な論理レベルに設定されます。 
 
DS28E04-100 との通信開始に必要な初期化シーケンスは、図 15に示されています。プレゼンスパルスが後に続くリセットパルスは、適
切な ROM 及びメモリ/制御機能コマンドが発行されると DS28E04-100 がデータを受取り可能であることを示します。バスマスタが立下
がりエッジでスルーレート制御を行う場合は、エッジを補償するために tRSTL + tFの間、ラインをプルダウンする必要があります。tRSTL時

間が 480μs 以上の場合は、オーバドライブモードを抜け出し、デバイスが標準速度に戻ります。DS28E04-100 がオーバドライブモード
状態で、tRSTL が 80μs 以下の場合は、デバイスはオーバドライブモード状態を維持します。デバイスがオーバドライブモード状態で、
tRSTLが 80μs～480μsの場合は、デバイスはリセットされますが、通信速度は未確定です。 
 
図 15. 初期化手順：リセット及びプレゼンスパルス 
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バスマスタがラインを解放すると、受信モードに入ります。このとき、1-Wire バスは、プルアップ抵抗器によって、または DS2482-x00 や
DS2480B ドライバの場合は能動回路によって、VPUPにまでプルアップされます。スレッショルド VTHを超えると、DS28E04-100 は tPDH

の間、待機してから、tPDL の間、ラインをローにプルダウンして、プレゼンスパルスを送出します。プレゼンスパルスを検出するには、マス

タは tMSPにおいて 1-Wireラインの論理状態を調べる必要があります。 
 
tRSTHウィンドウは、tPDHMAX、tPDLMAX、及び tRECMINの合計値以上とする必要があります。tRSTHの終了直後に、 DS28E04-100 はデータ
通信を行う用意ができています。さまざまなデバイスが存在するネットワークでは、他の 1-Wireデバイスに対応するために、tRSTHを標準

速度で最低 480μsまで、オーバドライブ速度で最低 48μsまで拡大する必要があります。 
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読取り/書込みタイムスロット 
DS28E04-100 とのデータ通信は、各 1 ビットを伝送する複数のタイムスロットによって実行されます。書込みタイムスロットでは、バスマ
スタからスレーブにデータが転送されます。読取りタイムスロットでは、スレーブからマスタにデータが転送されます。図 16 は、書込み及
び読取りタイムスロットの定義を示しています。 
 
すべての通信は、マスタがデータラインをローにプルダウンして始まります。1-Wire ライン上の電圧がスレッショルド VTL を下回ると、

DS28E04-100 は内蔵タイミング発生器を始動します。この発生器によって、データラインが書込みタイムスロット時にサンプリングされる
時期と、読取りタイムスロット時にデータが有効である時間長が決定されます。 
 
図 16. 読取り/書込みタイミング図 
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マスタからスレーブに 
Write-one(1 の書込み)タイムスロットの場合は、write-one のロータイム tW1LMAXが終了する前に、データラインの電圧がスレッショルド

VTH を超える必要があります。Write-zero(ゼロの書込み)タイムスロットの場合は、write-zero のロータイム tW0LMINが終了するまで、デ

ータラインの電圧がスレッショルド VTHを下回る必要があります。ほとんどの高信頼の通信では、データラインの電圧は、tW0Lまたは tW1L

ウィンドウ全体にわたって VILMAXを超えてはいけません。スレッショルド VTHMAXを超えると、DS28E04-100 には次のタイムスロットの用
意ができるまでに回復時間 tRECが必要です。 
 
スレーブからマスタに 
データ読取りタイムスロットは、Write-one タイムスロットと同様に始まります。データラインの電圧は、読取りロータイム tRLが終了するま

で、VTLを下回っている必要があります。tRLウィンドウの間、DS28E04-100 が 0 で応答する場合は、データラインをローにプルダウンし
始めます。内蔵タイミング発生器は、このプルダウンが終了し、電圧が再度上昇を開始する時機を決定します。DS28E04-100 が 1 で応
答する場合は、データラインをローに維持せず、tRLが終了するとすぐに電圧を上昇し始めます。 
 
一方の和である tRL + δ(立上がり時間)と他方の DS28E04-100の内蔵タイミング発生器が、マスタのサンプリングウィンドウ(tMSRMIN～

tMSRMAX)を決定します。このウィンドウ内で、マスタはデータラインから読取りを実行する必要があります。ほとんどの高信頼通信では、tRL

はできる限り短くして、マスタは tMSRMAXを超えない範囲で可能な限り tMSRMAXに近接して読み取る必要があります。マスタはデータライン

から読み取った後に、tSLOTが終了するまで待機する必要があります。このことによって、DS28E04-100 が次のタイムスロットに備えるの
に十分な回復時間 tRECが保証されます。なお、ここで指定する tRECは、1-Wire ラインに接続された単一の DS28E04-100にのみ適用さ
れます。マルチデバイス構成の場合は、tRECは、追加された 1-Wire デバイスの入力容量に対応するために長くする必要があります。こ
の代わりに、DS2482-x00または DS2480Bの 1-Wire ラインドライバなど、1-Wire回復時間の間にアクティブプルアップを実行するイン
タフェースを使用することができます。 
 
 
ネットワーク動作の改善(スイッチポイントヒステリシス) 
1-Wire環境ではバスマスタ(1-Wireのドライバ)が制御するトランジェントの間のみ、ライン終端が可能です。このため、1-Wire ネットワー
クはさまざまなノイズ源からの影響を受けやすくなっています。ネットワークの物理サイズやトポロジに応じて、終端と分岐ポイントからの

反射がある程度、加算されたり、相殺されたりします。このような反射は、1-Wire 通信ライン上でグリッチやリンギングとして見られます。
また、外部ノイズ源から 1-Wire ラインに結合されたノイズによって、信号グリッチが発生する場合もあります。タイムスロットの立上がりエ
ッジの間のグリッチによってスレーブデバイスがマスタとの同期を失い、このため Search ROM コマンドが失敗するか、またはデバイス
固有の機能コマンドが異常終了します。ネットワークアプリケーションの性能を向上するために、DS28E04-100は新たな 1-Wire フロント
エンドを使用しています。このフロントエンドはノイズに対する感度を低減し、スレーブデバイス自体により注入されるノイズの大きさも低

減しています。 
 
DS28E04-100の 1-Wireフロントエンドは、以下の 4つの特性において従来のスレーブデバイスとは異なります。 
1) プレゼンスパルスの立下がりエッジは、スルーレートを制御します。このため、ディジタルでスイッチングするトランジスタに比べ、ライ
ンインピーダンスとのインピーダンス整合が向上し、従来のデバイスで知られる高周波リンギングがスムーズな低帯域幅遷移に変っ

ています。スルーレート制御は、パラメータ tFPDで設定します。このパラメータは標準とオーバドライブ速度で値を変えています。 
2) タイムスロットの開始時の立下りエッジを検出するローパスフィルタが回路内に追加されています。このため、高周波ノイズに対する
感度が低下しています。この追加フィルタは、オーバドライブ速度では適用されません。 

3) ローからハイへのスイッチングスレッショルド VTHにヒステリシスがあります。負のグリッチが VTHを超えるが、VTH - VHYを下回らな

い場合は、グリッチは認識されません(図 17、ケース A)。このヒステリシスは、どの 1-Wire速度でも有効です。 
4) 立上りエッジのホールドオフ時間 tREHによって規定されるタイムウィンドウがあります。このホールドオフ時間の間に、グリッチがスレ

ッショルド VTH - VHY間を下回ってもグリッチは無視されます(図 17、ケース B、tGL < tREH)。スレッショルド VTHを横切って、tREHウィン

ドウを超えて表れる深い電圧ドループやグリッチは除去できず、新たなタイムスロットの開始として見なされます(図 17、ケース C、
tGL ≥ tREH)。 

電気的特性においてパラメータ tFPD、VHY、及び tREHを定められたデバイスのみが改良型 1-Wireフロントエンドを使用しています。 
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図 17. ノイズ抑制方式 
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CRCの生成 
DS28E04-100には、2種類の CRC(巡回冗長検査)があります。ひとつは 8ビットタイプで、64ビット ROMの最上位バイトに格納されて
います。バスマスタは 64ビット ROMの先頭の 56ビットから CRC値を算出し、どのアドレス入力端子も GNDに接続されていない場合
は、DS28E04-100 内に格納された値と照合して、ROM データがエラーなしで受け取られたかどうかを判別することができます。いずれ
かのアドレス端子が GNDに接続されている場合は、バスマスタはすべて 1の外部アドレスフィールドに基づいて CRCを算出し、非外部
のアドレス ROMデータがエラーなしで受け取られたかどうかを判別することができます。この CRCの等価多項式関数は、X8 + X5 + X4 
+ 1です。この 8ビット CRCは、true(非反転)形式で受け取られます。この CRCは出荷時に算出され、ROMにハードコードされます。 
 
もう一方の CRCは 16ビットタイプで、標準 CRC16-多項式関数 x16 + x15 + x2 + 1に従って生成されます。この CRCを使って、スクラッ
チパッドからの読取りや書込み時または PIOからの読取り時に、データ転送を迅速に検証することができます。8ビット CRCとは対照的
に、この 16 ビット CRCは常に反転形式で通信されます。DS28E04-100 チップ内の CRC 生成式(図 18)は、コマンドフローチャート(図
9)に示されているように新たな 16 ビット CRC を算出します。バスマスタは、デバイスから読み取られた CRC値をデータから算出された
値と照合して、動作を続行するか、または CRCエラーのデータ部分を再読取りするかを判断します。 
 
Write Scratchpad コマンドの場合は、まず CRC 生成器をクリアしてから、バスマスタからの送出時にコマンドコード、ターゲットアドレス
TA1/TA2、及び全データバイトをシフトインして、CRC が生成されます。E4：E0 = 11111b、すなわちスクラッチパッドの最後に到達した
場合にのみ、DS28E04-100はこの CRCを送出します。 
 
Read Scratchpad コマンドの場合は、まず CRC 生成器をクリアしてから、DS28E04-100からの送出時にコマンドコード、ターゲットアド
レス TA1/TA2、E/S バイト、及びスクラッチパッドデータをシフトインして、CRC が生成されます。読取りが前回の書込みスクラッチパッド
シーケンスで書き込まれたデータの最後まで継続している場合に限り、DS28E04-100はこの CRC を送出します。例：1バイトをスクラッ
チパッドに書き込んだ後に、そのスクラッチパッドを読み取ると、コマンド、TA1、TA2、及びデータバイトの CRCを受け取ります。 
 
PIO Access Read コマンドフローによる最初のプロセスでは、まず CRC 生成器をクリアし、コマンドコード及び後続の 32 バイトの PIO
端子データをシフトインして、CRC が生成されます。コマンドフローによる以降のプロセスでは、CRC 生成器をクリアし、PIO 端子から読
み取られた 32バイトをシフトインした結果である 16ビット CRCが生成されます。CRC値の生成に関する詳細は、『アプリケーションノー
ト 27』を参照してください。 
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図 18. CRC-16のハードウェア説明及び多項式 
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コマンド固有の 1-WIRE通信プロトコル—凡例 

略号 説明 
RST マスタが生成する 1-Wireリセットパルス 
PD スレーブが生成する 1-Wireプレゼンスパルス 

Select ROM機能プロトコルを満たすコマンド及びデータ 
WS コマンド｢Write Scratchpad｣ 
RS コマンド｢Read Scratchpad｣ 

CPS コマンド｢Copy Scratchpad｣ 
RM コマンド｢Read Memory｣ 

WREG コマンド｢Write Register｣ 
PIOR コマンド｢PIO Access Read｣ 
PIOW コマンド｢PIO Access Write｣ 
PIOP コマンド｢PIO Access Pulse｣ 
RAL コマンド｢Reset Activity Latches｣ 
TA ターゲットアドレス TA1、TA2 

TA-E/S E/Sバイト付ターゲットアドレス TA1、TA2 
<32 – T4:T0 bytes> 所定のターゲットアドレスのスクラッチパッドの末尾に達するのに必要とするバイト数の転送 

<data to EOM> メモリの末尾に達するのに必要とするデータバイト数の転送 
<register data> 開始アドレスに応じた、1～3バイトのアドレス 223h～225hのレジスタのデータ 

CRC16\ 反転 CRC16の転送 
FF loop マスタが FFバイトを読み取る無限ループ 
AA loop マスタが AAバイトを読み取る無限ループ 

Programming EEPROMへのデータ転送。1-Wireバス上のアクティビティはこの間は許可されません。 
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コマンド固有の 1-WIRE通信プロトコル—カラーコード 

Master to slave Slave to master Programming 

 
 

 
WRITE SCRATCHPAD (失敗しない場合) 

RST PD Select WS TA <32 – T4:T0 bytes> CRC16\ FF loop 

 
 

 
READ SCRATCHPAD (失敗しない場合) 

RST PD Select RS TA-E/S <E4:E0 - T4:T0 +1 bytes> CRC16\ FF loop 

 
 

 
COPY SCRATCHPAD 1-WIRE電源供給 (成功する場合) 

RST PD Select CPS TA-E/S wait tPROGMAX AA loop 

 
COPY SCRATCHPAD (無効アドレスまたは PF = 1またはコピー防止の場合) 

RST PD Select CPS TA-E/S FF loop 

 
 

 
READ MEMORY (成功する場合) 

RST PD Select RM TA <data to EOM> FF loop

 
READ MEMORY (無効アドレスの場合) 

RST PD Select RM TA FF loop 

 
 

 
WRITE REGISTER (成功する場合) 

RST PD Select WREG TA <register data> FF loop

 
WRITE REGISTER (無効アドレスの場合) 

RST PD Select WREG TA FF loop 
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 PIO ACCESS READ (失敗しない場合) 

RST PD Select PIOR <32 bytes PIO data> CRC16\ 

 
 
 
 

 
 
PIO ACCESS WRITE (成功する場合) 

RST PD Select PIOW <new PIO data> <inverted new PIO data> <AAh> <PIO data> 

 
 
 
 
PIO ACCESS WRITE (無効データバイトの場合) 

RST PD Select PIOW <new PIO data> <invalid data byte> FF loop 

 
 

 
PIO ACCESS PULSE (成功する場合) 

RST PD Select PIOP <selection mask> <inverted selection mask> <AAh> <PIO data> 

 
PIO ACCESS PULSE (無効選択マスクの場合) 

RST PD Select PIOP <selection mask> <invalid selection mask> FF loop 

 
 

 
RESET ACTIVITY LATCHES (失敗しない場合) 

RST PD Select RAL AA loop 

 
 

 
 
 

Loop until master sends Reset Pulse 

Loop until master sends Reset Pulse 
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メモリ機能例 
 
5バイトをアドレス 0021hから始まるメモリページ 1に書き込みます。メモリ全体及び PIO関連レジスタを読み取ります。バスマスタに接
続された単一 DS28E04-100のみの場合は、通信は以下の通りです。 
 

マスタモード データ(最下位ビットから) 説明 
TX (Reset) リセットパルス 
RX (Presence) プレゼンスパルス 
TX CCh ｢Skip ROM｣コマンドを発行します。 
TX 0Fh ｢Write Scratchpad｣コマンドを発行します。 
TX 21h オフセット = 21hから始まる TA1 
TX 00h TA2、アドレス = 0021h 
TX <5 data bytes> 5バイトのデータをスクラッチパッドに書き込みます。 
TX (Reset) リセットパルス 
RX (Presence) プレゼンスパルス 
TX CCh ｢Skip ROM｣コマンドを発行します。 
TX AAh ｢Read Scratchpad｣コマンドを発行します。 
RX 21h オフセット = 21hから始まる TA1を読み取ります。 
RX 00h TA2、アドレス = 0021hを読み取ります。 
RX 05h E/S(終了オフセット = 00101b、AA、PF = 0)を読み取り

ます。 
RX <5 data bytes> スクラッチパッドデータを読み取り、検証します。 
RX <2 bytes CRC16\> CRCを読み取り、データの完全性をチェックします。 
TX (Reset) リセットパルス 
RX (Presence) プレゼンスパルス 
TX CCh ｢Skip ROM｣コマンドを発行します。 
TX 55h ｢Copy Scratchpad｣コマンドを発行します。 
TX 21h TA1 
TX 00h TA2  (認証コード) 
TX 05h E/S 
---- <1-Wire idle high> コピー機能が終了するのを 10ms待ちます。 
RX AAh コピー状態、AAh = 成功を読み取ります。 
TX (Reset) リセットパルス 
RX (Presence) プレゼンスパルス 
TX CCh ｢Skip ROM｣コマンドを発行します。 
TX F0h ｢Read Memory｣コマンドを発行します。 
TX 00h オフセット = 00hから始まる TA1 
TX 00h TA2、アドレス = 0000h 
RX <550 data bytes> メモリ全体を読み取ります。 
TX (Reset) リセットパルス 
RX (Presence) プレゼンスパルス 
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PIO ACCESS READ例 
 
PIOの状態を 32回読み取ります。 
バスマスタに接続された単一 DS28E04-100のみの場合は、通信は以下の通りです。 
 

マスタモード データ(最下位ビットから) 説明 
TX (Reset) リセットパルス 
RX (Presence) プレゼンスパルス 
TX CCh ｢Skip ROM｣コマンドを発行します。 
TX F5h ｢PIO Access Read｣コマンドを発行します。 
RX <32 data bytes> 32の PIO例を読み取ります。 
RX <2 bytes CRC16\> CRCを読み取り、データの完全性をチェックします。 
TX (Reset) リセットパルス 
RX (Presence) プレゼンスパルス 

反転 CRC16は、32バイトの PIOデータの後に送出されます。 
 
 
PIO ACCESS WRITE例 
 
両方の PIOを 0に、次に 1に設定します。両方の PIOは、抵抗器によって VCCまたは VPUPまでハイにプルアップされます。 
バスマスタに接続された単一 DS28E04-100のみの場合は、通信は以下の通りです。 
 

マスタモード データ(最下位ビットから) 説明 
TX (Reset) リセットパルス 
RX (Presence) プレゼンスパルス 
TX CCh ｢Skip ROM｣コマンドを発行します。 
TX 5Ah ｢PIO Access Write｣コマンドを発行します。 
TX FCh 新しい PIO出力状態を書き込みます。 
TX 03h 新しい反転 PIO出力状態を書き込みます。 
RX AAh 確認バイトを読み取ります。 
RX FCh 新しい PIO端子状態を読み取ります。 
TX FFh 新しい PIO出力状態を書き込みます。 
TX 00h 新しい反転 PIO出力状態を書き込みます。 
RX AAh 確認バイトを読み取ります。 
RX FFh 新しい PIO端子状態を読み取ります。 
TX (Reset) リセットパルス 
RX (Presence) プレゼンスパルス 
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PIO ACCESS PULSE例 
 
パルスを PIO1に生成します。両方の PIOは、抵抗器によって VCCまでハイにプルアップされます。POL = 1。VCC電源があります。バス

マスタに接続された単一 DS28E04-100のみの場合は、通信は以下の通りです。 
 

マスタモード データ(最下位ビットから) 説明 
TX (Reset) リセットパルス 
RX (Presence) プレゼンスパルス 
TX CCh ｢Skip ROM｣コマンドを発行します。 
TX A5h ｢PIO Access Pulse｣コマンドを発行します。 
TX FEh PIO選択マスクに書き込みます。 
TX 01h 反転 PIO選択マスクに書き込みます。 
RX AAh 確認バイトを読み取ります。 
RX 1111110Xb PIO端子状態を読み取ります。1) 
TX (Reset) リセットパルス 
RX (Presence) プレゼンスパルス 

1) ｢X｣は、PIO0の状態を示しますが、これはこの例では定義されていません。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
パッケージ 
(The package drawing(s) in this data sheet may not reflect the most current specifications. For the latest package outline information, go to 
www.maxim-ic.com/DallasPackInfo.) 


